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DEPO§I(;AO DE CARBONO EM SILICIO DEVIDO AO BOMBARDEAMENTO IONICO COM
156 PARTICULAS ALFA. Marcio J. Morschbacher, Jaime L. Ludwig, Johnny F. Dias, Moni Behar (Laboratério de
Implantacéo l6nica, Departamento de Fisica, Instituto de Fisica, UFRGS).

A Espectroscopia de Retroespalhamento de Rutherford (RBS) é uma técnica experimental muito utilizada na caracterizagdo de
materiais. Porém, durante uma analise com feixe i6nico, ocorre um depoésito de impurezas sobre a amostra que esta sendo
analisada, devido ao processo de radiolise de elementos que se encontram no interior das cadmaras de andlise. Este deposito pode,
em certas ocasides, modificar a interpretagdo dos resultados. Neste trabalho, estuda-se a taxa de deposi¢do de carbono sobre
filmes de silicio cristalino durante a irradiagdo com um feixe de particulas alfa, em funcdo da pressdo final da camara de

implantagdo. Amostras de Si foram irradiadas com um feixe de He* de 400 keV de energia e correntes de 1 A, com fluéncias
entre 10™° a 2 x 10*" He / cm?, em duas condicdes diferentes de pressao: 10°® torr e 107 torr. A quantidade de C que foi depositada
sobre a superficie do Si foi determinada usando a técnica de RBS canalizado, com ions de He" de 1.2 MeV de energia e correntes
de nA, e pressio de 107 torr. O conjunto dos resultados obtidos mostra que a quantidade de C depositada é maior para a condigéo
de menor vécuo, sendo que, para uma fluéncia de 2 x 10" a espessura da camada de C formada é de 25 A para uma pressédo de 10"
" torr, e tipicamente de 30 A para uma presséo de 10°® torr. (CNPg-PIBIC/UFRGS)
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